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Characterization of lattice relaxation in GaInN/GaN heterostructure 
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【はじめに】 

 GaInN/GaN ヘテロ接合は LED や半導体レーザ、太陽電池など幅広い応用が可能である。一般的

に、ヘテロ接合の緩和は透過電子顕微鏡によるミスフィット転位の観察、さらには X線回折逆格

子マッピング測定などによって評価されている。我々は in situ XRD により格子緩和の評価が可能

であることを報告してきた。本報告では、in situ XRD による測定精度を議論する。 

【実験および結果】 

MOVPE 法を用いて、その場観察 X 線回折測定を行いながら結晶成長を行った。試料は、転位

密度 10
6
cm

-2以下の GaN基板上に InNモル分率 0.13の GaInN を成長した。図 1は in situ XRDに

よる FWHM の変化と、同じ組成で膜厚の異なる GaInN の試料を作製し、X 線回折逆格子マッピ

ング測定による緩和率の測定結果である。FWHM の変化から求めた臨界膜厚は 55nmであり、透

過電子顕微鏡観察によって臨界膜厚以上の 70nmでミスフィット転位の発生が観察された。一方、

X 線回折逆格子マッピング測定では、ミスフィット転位の導入された 70nm の試料では緩和率は

ほとんど変化しなかった。以上から、in situ XRDは高い精度で臨界膜厚を測定できると考えられ

る。 
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た。 

図 1 GaInNの X線スペクトルの半値幅の膜厚依存性 
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